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MILLIMETERS INCHES
MIMN MAX MIN MAX
A 1.350 1.750 0.053 0.069
Al 0.050 0.150 0.004 0.010
A2 1.350 1.550 0.053 0.061
b 0.330 0.510 0.013 0320
G 0.170 0.250 0.006 0.010
D 4700 5.100 0.185 0.200
] 3202 3402 0.126 0.134
E 3.800 4.000 0.150 0.157
E1 2.800 6.200 0.228 0.244
E2 2.313 2513 0.091 0.099
e 1.270(BSC) 0.050(BSC)
L 0.400 1.270 0.016 0.050
%] 0° g° 0° g°
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p o Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
y Min. Max. Min. Max.
A 2.200 2.400 0.087 0.094
A1 0.000 0.127 0.000 0.005
B 1.350 1.650 0.053 0.065
b 0.500 0.700 0.020 0.028
b1 0.700 0.900 0.028 0.035
c 0.430 0.580 0.017 0.023
cl 0.430 0.580 0.017 0.023
D 6.350 6.650 0.250 0.262
D1 5.200 5.400 0.205 0.213
E 5.400 5.700 0.213 0.224
e 2.300 TYP. 0.091 TYP.
el 4.500 4700 0177 0.185
L 9.500 9.900 0.374 0.390
L1 2.550 2.900 0.100 0.114
L2 1.400 1.780 0.055 0.070
L3 0.600 0.900 0.024 0.035
\Y 3.800 REF. 0.150 REF.
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S0T89-3

S0T-89-3L PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
[l

Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Min. Max. Min. Max.
A 1.400 1.600 0.055 0.063
b 0,320 0.520 0.013 0.020
b1 0.400 0.580 0.016 0.023
[ 0.350 0440 0.014 0.7
D 4400 4 600 0173 0.181
01 1.560 REF. 0.061 REF.
D2 1.750 REF. 0.069 REF.
E 2,300 2,600 0,091 0.102
E1 3,940 4.250 0,155 0167
E2 1.200 REF. 0.075 REF.
= 1.500 TYP. 0080 TYP.
el 3.000 TYP. 0118 TYP.
L 1.800 | 1.200 0.035 | 0.047
8 45° 45°
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